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我々のグループではこれまで THz-時間領域分光エリプソメトリー(以下、THz-TDSE)を用いて

4H-SiC の高濃度 P イオン注入層について非接触・非破壊で電気特性評価が可能であることを報告

してきた[1]。本研究では、実用デバイスで使用される n-SiC 基板/SiC バッファ層/SiC エピ層の 3

層構造を有した 4H-SiC ウエハに対してイオン注入を行い、THz-TDSE を用いて電気特性評価を行

うことを目指している。今回は As-Implantation 試料を THz-TDSE を用いて電気特性を評価した。 

試料は前述の 4H-SiC（3 層構造）にイオン注入を行ったものを使用した。電気特性評価は PNP

製の Tera Evaluator®を用いた。イオン注入前の THz-TDSE 測定結果[2]を用い、1～3THz の範囲に

おける周波数スペクトルの増減を見ることで電気特性の評価を行った。注入条件を Table 1 に示

す。各層の境界において、電気特性の導出は我々が報告した GaN 測定[3]を基本とするフレネルの

式にしたがって反射・屈折が起きると考え、Drude-Model を適用した。 

Table 1  Condition of ion implantation for 4H-SiC 

Ion Doses（cm-3） Depth（nm） Ion Type Temperature 

1.0 × 1018 200 

P- 
RT 

500℃ 

Al+ 
RT 

500℃ 

 

Fig. 1 にそれぞれのイオンを室温注入した試料の As-Grown フィッティング値（Fig. 1 実線）

および、As-Implantation 測定値（Fig. 1 破線）の比較を示す。１～3THz の領域において、As-

Implantation プロファイルのtanΨ値は As-Grown プロファイルに比べて増加した。この傾向は注

入温度・注入イオン種に関わらず同じであった。この変化の原因は屈折率の幅が広がったことが

考えられる。これは、表面の結晶が乱れ 4H 構造が崩れる、あるいは非晶質化したため、試料内

部のイオン注入層が高抵抗となりtanΨが増加したと考えられる。この試料に熱処理を施すこと

でどのように改善されるかを検討していく。 
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Fig. 1 Frequency spectra of ion implanted 4H-SiC with 4 layers (RT) 
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